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Allgemeine Beschreibung

J-M.
Allgemeine technische Daten

Steckeinheitenabmessungen:
Steckraster:
Steckverbinder;

215 mm x 170 mm

20 mm

2 x 58polig, indirekt, Bauf, 304-58
TGL 29331/03 bazw.

2 X 58polig, direkt
TGL 29331/01
m\mO\uO\wm\JOIMm

5p 257V

5 6 = 57V

5P &5V
12P21927V

Einsatzklasse:
Betriebesgpannung

Siehe dazu spezifische technische

Daten des Jeweilligen Speicher=
moduls,.

lﬂ lm.
Speicherorgaenisetion

Flir die Adressierung des Speichers des Mikrorechners K 1520

stehen 16 AdreBbits zur Verfiiguig. Das erlaubt, max, 64K Byta
Speicherzellen wahlfrei zu adressieren.

Durch SchaltmeBnehmen suBerhalb der Moduln des K 1520 keann
unter Benutzung der Signelleitungen MEMDI1 und NMEMDIZ auf
dem Koppelbue die Speicherkapazitdt erweitert werden. Die Auf-
rufbreite betrigt 8 Bit. Die Speicherkaspazitdt kann Je nach
Erfordernis des Gesamtgerdites durch den wahlweisen Einsatz ven
Pestwert- und Schreib-Lese-Speichern realisisrt werden. Es
steht ein Sortiment von Speichermoduln zur Verfligung, aus dem
der Speicher bis zur adressierbaren Kapezititsgrenze in be-
liebiger Kombination aufgebaut werden kann, Allen Speicher-

; 1,124 517011.0/64



moduln kinnen entsprechend des Speichervolumens iiber Program-
miereinrichtungen auf den Steckeinheiten (Wickelbriicken oder
Schalter) zusammenhidngende AdrefSbereiche zugeordnet werden,
wobei die Speicheranfengsedressen ganzzahlige Vielfgche von

4K bilden. Damit ist es m¥glich, geschlossene Speicherfelder
gu erzielen und sie den Erfordernissen der Programmsysteme
enzupassen. Adressen diirfen dabei nicht mehrfach bslegt werden,
Das ist im AdreBbereich von P@@@ bis GFFF besonders su beach-
ten, Dann sind dlese Adressen suf den ZRE=Steckeinheiten

K 2521 ..o K 2524 einem 4K-Speichsr fest zugeordneti.

Die Speichersteckeinheiten werden ein- und ausgengeseitig auf
dem BUS parellel geschaltet, Damit ergibt sich ein steckplatz~
unebhingiger Einsatz der Speichersteckeinheiten,

4lle die Speicher berilbrenden AdreS-, Deten— und Steuerleil-
tungen des Busses sind durch Pufferschaltkreise mit Low-Power-
Schattky-Bingingen von den Steuer- und Speicherschal tkreisen
entkoppelt. Die Pufferschaltkreise der Datenleltungen arbelten
bidirektional und besitzen einen "Tri-state"-Zustand. Die auf
den Speichersteckeinheiten erzeugten Steuersignals wardsn iibsr
Open=Kollektor-Baustufer ausgesendst,

Zur Geschwindigkeitssynchronisierung zwischen Prozessor und
Speicher sind die Speichersteckeinheiten mit einer "WAITA
Steuerng" ausgeriistet.

Ein Quittierungssignal "RDY" wird ausgesendet, wenn eine aus-
gewihlte Steckeinheit einen gliltigen Lese- oder Schreibaufruf
arh#lt und ein Datenaustausch vorgenommen wird,

\

= Signalbelastung:

Alle von den Speichersteckeinheiten empfangenen Signale
(AdreS- und Steuerbits, Dateneingang) werden mit

max. 0,25 mh belastet.

Der Datenausgeng ist mit 15 TTL-Lesteinheiten (24 mA) be-
lastbar,

Die Open-Kollektor-Ausghnge der Steckeinheiten trsiben maz.
10 TTL-Lasteinheiten (16 mA), wobei sich im Lastkreis auBere
halb der Steckeinheit jeweils mindestens ein Lastwiderstand
befinden mus,

Von Speichermoduln empfangene Signales

Adreese - 16 Bit, ABO ... AB15
Die niederwertigen Bits ab ABO dienen der inter-
nen AdreBentschliisselung in den Speicherchips,
nachfolgende Bits entschliisseln AdreBgruppen
auf den Steckeinheiten und die h¥chstwertigen
Bite wihlen die gewiinschte Steckeinheit aus,

Fﬁg - m Wu.*- go LR X} g.ﬂ

Einschreibende Daten bei " RD" und "WR" auf
bidirektionalem Datenbus,

MREQ - Speicheranforderungssignal, wirkt funktionell
als Tektsignal flir Speicher,
Aktiviert zeitbestimmend N.m:w“_bmmbmn der Spei-
cherchips,

WR = Befehlssignal "Speicher schreiben®
Steuert die Arbeitsweise "Lesen" oder "Schrei-
ben" der Speicherchips Uiber deren Eingesng /WE.

RD = Befehlssignal zmvnunruu._ lesen®
Bestimmt die Wirkungsrichtung der bidirektiona-
len Datenpuffer.

J.w.
AnschluBbedingungen der Speichermoduln MEMDIT, <t Raapastintoant
Eumm. Es ist Uber Wickelbriicken oder Schalter wahl=

= Signalpaegel: Low=Potential: Bingdnge - 1,0 «+.+0,85 ¥V
Ausginge 0 eest+0,45 V

High-Potential: TFingtnge + 2,0 sae+ 5,5V

Ausginge + 2,4 cest 5,5V

weise vom Systembus X1:B09 oder Koppelbus
X2:A21 (MEMDI1) bew. X2:B21 (MEMDI2) zu empfangei,

" 5 1.12.517011.0/61%
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Bedeutung der dieshesziiglichen Wickelbriicken
bzw, Schalter in der Reihenfolge:

1 geschlossen - MEMDI {iber X1:B09 empfangen

2 geschlossen - MEMDIT {iber X2:A21 empfangen

3 geschlossen - MEMDIZ iiber X2:B21 empfangen
Das Sperreignel schaltet die Ausgengspuffer zum
Datenbus in den "Tri=stete"=Zustend und sperrt
die .mmrmHBMmbmu der Speicher, Dadurch kénnen
externe Gerdte auf dem Bus verkehren, okne die
Speicher zu beeinflussen., Dariiber hinaus wird
eine zusdtzliche Steuerung der Speicher in Abe-
hidngigkeit von Adrefbereichen bzw, zZusitzlichen
Adrefbits mdglich,

Betriebsarten:

= Normalkonfiguration bei max. Speicherkapazitdt
bis 64K Byte:
Brilcke MEMDI geschlossen, MEMDI1 und MBEMDI2
offen

= AdreBerweiterung unter Benutzung des Sperr-
signales
Brlicke MEMDI offen, MEMDI1 cder MEMDIZ je
nach gewiinschter Progremmierung der STE ze=
schlossen,
Zusatzverdrahtung auf Koppelbus und Zusatz-~
elektronik erforderlich,.

RFSH - Steuersignal fiir das Auffrischen dyn. RAM=Spei-
cher

TAKT, - Systembakt und Kennzeichen "Befehlslesezyklus":

M1

Zur Ausldsung eines "WAIT"-Zyklus wihrend des
Befehlslesezyklus (M1-Zyklus) erforderlich,

= Von Speichermoduln geucsierte Signales

Daten - 8 Bit, IBO ... DBT
Aus Speicher gelesene Daten bei RD und WR auf
hidirektionalem Datenbus,

1.12.517011.0/61
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WATT = Signal 18st "WAIT"-Zyklus im Prozeasor aug.
Dies wird erforderlich, wenn die Zykluszeit des
Speichers grifer ale dis Zeitdeusr des Befehlse
lesezyklus ist,

= "WATT"=-Zyklus wird unterdriickt, wenn diesbeszlig-
liche Auswahleinrichtung .. suf der BLFP gebriickt
ist, Ein "WAIT"-Zyklus kann in Abhéngigkeit von
einer weiteren Auswahleinrichtung auf der BLP
wahlweise widhrend eines Befehlslesezyklus
durch das Signal M 1 oder wihrend eines jeden
Speicherzyklus durch das Siguel MREQ (OPS K
3520, OFS X 3620) oder nur wihrend eines Re-

fehlelesezyklus (PFS K 3820} aktiviert werden,
RDY - Quittierungssignal. Wird awsgesendet, wenn suf

betreffender Speichersteckeinliait eine adres—
slerte Speicherzelle hardwaremifigz vorhenden
is% und zum Datenausteusch zur Verfiicung steht.

= Angteuerbsdingungen:

Die dyn. Ksnnwerte der Speichermoduln sind auf das dignale
spiel des gemeinsamen Bussystems des MR T 1520 abgessimmt,
Folgende allgemsine Bedingungen sind 2u gewshrleistens

Die Adrssse muf mindestens 530 ns am Bus stabil anlisgen.
MREQ erscheint 140 bis 240 ns nach Anlegen der gilltigen
Adresse und bleibt bis AdreBwechmel akiiv., Es muf dabei
mindestens 300 ns vor Schreibimpulsende WR giltig sein und
bis zu dessen Ende anliegen, wenn der Speicher beschrisben
wird,

Der Schreibimpuls WR selbat muf spitestens 300 ns vor dem
folgenden AdreBwechsel anliegen und bis zum Adrefwechesl
gliltig sein. Beim Lesen erscheint RD spitestens 170 ne nech
AdreBwechsel und bleibt mindestens bis Ende MREQ sktiv,

M1 wird wie die Adresse geschaltet.

Zu schreibende Daten milssen mindsstens 300 ns vor Abschalten
von WR btis zum Abschalten von WR anliegen,

Gelesene Daten sind spitestens 450 ns nach AdreBwechsel giil=
tig., Die Ubernahme in Nachfolgeregister erfolgt kurz vor
der Abschaltflanke von MREQ.

=3

1.12.517011.0/61



2.

Operativepeicher OPS K 3520

s [
Kurzcharskteristik

Der Schreib-Lese-Speicher (Operstivspeicher) OPS K 3520
dient sur Speicherung aller veriablen Daten wiZhrend des Pro-
grammableufs im Mikrorechner K 3520,

Er wird durch den Steckeinheitentyp 012-7011 mit indirelktem
bazwe 012-7016 mit direktem Steckverbinder realisiert und
beinhaltet einen 4K Byte groBen statischen Halbleiterepei-
cher (nMOS-RAM) mit den zur Entkopplung, Auswahl und An-
steuerung erforderlichen bipolaren Schaeltkreisen,

N. M.
Spezifische tachnische Daten

Speicherkapazitd t: 4K Byte
= (Anordnung von 4 x & Speicherchips)
Speicherschaltkreistyp: Q240
1K x 1 Bit, nMOS
Zugriffzeit: = 530 ns
Betriebsarten: "Lesen" oder "Schreiben™ als

abgeschlossene Zyklen in beliebi-
ger Reihenfolge
Datenerhalt: Information geht bei Abschaltung
der Betriebsspannung verloren,
Ein Datenerhalt ist mSglich, wenn
im Ruhezustend des Speichers eine
Spennung (Schlafspannung) von
sulen iiber Klamme 5PG zuzeflihrt
wird. Diese Spennung muB8 2.V sein.
5P =5V + 5 # typisch 0,6 A
filr Steuerelektronik und Puffer-
gchaltkreise

Stromversorgung:

(o

1.12.517011.0/61

5PG = 5 V + 5 %, typisch 1,1 A
(bei 2 V Schlafspennung etwe
0,6 A) flir Speicherschaltkraise

N. ul
Programmierung der Steckeinheit

2.3.1.
Programmierfelder der Steckeinheit

g JE5 K3020
8357
X170 I3
Q o
x30 ° X3z
o4Q
03¢
29
219
L3 o-o-9 47
& g
Steckverbinder /
»4\ QBSWWS&%
Abb,. !

Die Programmierfelder bestehen sus Wickelstiftpearen oder
Mikroechaltern. Im ersteren Fall erfolgt die Progremmierung,
indem Wickelstiftpaere in Wickeltechnik miteinender verbunden
werden.

2¢3:24
Adressensuordnung

Die 16 AdreBsignale werden im Speichermodul wie folgt bewertet:

ABO ... AB9 = interne Chipadressierung
AB10, AB11 ~ Auswahl einer der 4 1K-Bldcke suf der STE

\0

1.12.517011.0/61



4B12 ... AB15 ~ Auswahl der Steckeinheit in AbhEngigkeit von
der Adressenzuordnung der Steckeinheit

Zuordaung des Adrefbereiches der Steckeinheilt:

Uber 4 Wickelbriicken bzw. 4 Schelter X8:1 see 4, X911 .u. 4
wird dem Speichermodul ein wHhlbarer zusammenhingender AdreS-
bareich von 4K Adressen zugeordnet,

Dap Frogrammierfeld erhdlt in bindrer Verschlliisselungz die
infengeadresss des gewlinschten AdreBbereiches. Die Advesee iot
ain genzzehliges Vielfaches von 4K.

Kodetabelle:

.Wickelbriicken
éddrafbareich X8:4-X9:4| XB8:3-X9:3 | XEB:2-X9:2 |XBs 1391
D000-0FFF - < i e
1000~ 1FFE = = = Briicks
2000=2FFF - = Briicke -
3000-3FFF = e Briicke Briicks
4000=4 FFF - Briicke - -
& L] L] L ] L ] -3
POO0-FFFF Briicke Brilcke Briicke Driicks

Bel Schalterbestiickung entspricht "Briicke® dem geschlossenen
Schal ter.

24 u.u-
Auswahl des Speichersperrsignals MEMDI

Im Speichermodul Wickelbrilcken

wirksame Signale Z6:1-XT:1 wanmnmq“mm X6 3-XT43
MEMDI (X1:B09) Briicke - _ -

MEMDI1 (X2:421) < Brlicke -

MEMDIZ (X2:B21) - - Briicks

.10 1.12.517011.0/61

Bei Schalterbestiickung entspricht "Briicke" dem geschlossenen
Schalter,

N-Wob.-
"WAIT"=Generierung

Von den dynamischen Daten der aufgerufenen Speicherschalt-
kreise hingt es ab, ob wihrend eines Befehlslesezyklus oder
wihrend eines jeden Speicherzyklus (Befehlszyklue sowle
Schreib-Lese-Zyklus) im K 1520 iiber "SAIT" eine Zeitver-
lingerung vorgenommen werden muB, oder ob prinzipiell kein
"WAIT"=Zyklus erforderlich ist, Durch die konkrete Bestlickung
der BLP ist schon vorgegeben, wie die Einstesllung erfolgen
mull,

Fiir den allgemeinen Anwendungsfall kann die Einstellung wie
folgt vorgenommen werdens

Generierung von "WAIT": Briicke
X10:3 = X353 offen
Unterdriickung der "WAIT"-Bildungs
Briicke X10:3 -
X11:3 geschlossen
PWAIT"=Generierung erfolgt nur wihrend eines Befehlszyklus

(M1)s
Briicke X31:X32

geschlossen
UWAIT"=Generierung erfolgt widhrend einee jeden Spelcher—

zyklus:
Briicke X30:X31

geschlossen

2:3.5.
Betriebsspennungszufiihrung 5PG

Normalerweise werden die RAM-Speicherbausteine iiber den Be-
trlebgspannungsanschluB 5PC versorgi. In Sonderfdllen, wo die
inschliigae 5PG auf dem Bus nicht belegt sind, kann S5PG steck-
einheitenseitig durch die Briickung der Wickelstifte X10:2-
X11:2 mit 5PG verbunden werden.

11 1.12.517011.0/61



m.&.
Funktionsbeschreibung

MQL.-AO
Verwendungszweck

Die Steckeinheit beinhaltet die Funktionsgruppen mvmﬁosmwn

Metrixg, Ein- und Ausgabepuffer und Auswahl- und Steverelek-—
tronlk. Die Wirkungsweise der Schaltung ist im Blockschalt-
bild Abb. IX/2 dergelegt.

Die Speichermatrix bzasteht aus 4 Gruppen zu Je 8 Speicher-
chipe Q240, Jedes Chip enth#lt 1X Bit, Eine Gruppe von 8 Chips
bildet einen Speichertereich von K Byte. Jede der 4 vorhen-
denen Chipgruppen wird durch ein mmmosmmwdmm.dmlmwmnmw ol ti-
viert,

Alle 10 gleichnemigen Adrefeingingze und der Dteuvereingrrg WE
(Schreih~Lese~Steverung) der 3peicherchips gind miteinender
verbunden und werden von den entsprechenden Dussignalen liter
Schottky=TTL~-Pufferschaeltkreise SE17 scspeilste

Bei den Datenein- und fuggengsleitungen eind jeweils die glei-
chen Bitse der 4 Chipgruppen perallzlgescheltet und mit bidi-
rektional srteitenden Datenpufferschaltkreisen 35816 verbunden,
die die Verbindung mit dem Systembus herstellen. Befindet siech
die Steckeinheit im Ruhezustend, sind die Detenpuffer hoch=
ohmig und beeinflussen das Interfecespiel auf dem Systembus
nichte

Die ebenfalls iiber SE12 verstirkten AdreBsignale AB10 und AB11
werden im 1 aus 8-Dekoder-Bsustein STO5 umkodiert und sktivie-
ren eins der 4 Speicheransteuersignale wmmw wenn gleichzeitig
das Anforderungssignel MREQ anliegt, des Speicheraperrsignal
MEMDI nicht aktiv ist (, MEMDI), kein Refresh-Zyklus vorliegt

( 'RFSH) und die Steckeinheit durch die gepufferten AdrsBsignele

1.12.517011.0/61
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AB12 btis AB15 entsprechend der Adressenzmordnuns susgewsihlt
wurde,

Der Ezklusiv-Oder-Baustein PS86 ilbernimmt die Adressenum-
schliisselung in Abhingigkeit vom Programmierfeld X8-X9, Ein
geschlossener Schalter bzw. gebriicktes Wickelstiftpaar ergibt
ein Nullsignel em zugehSrigen Exklusiv-Oder-Fingang. Diess
Null bewirkt eine unnegierte Weiterleitung des zugeordneten
Adrefbits zur Auswerteschaltung, Bei High-Signal erfolgt eine
Negation des AdreBbitpotentisls. Nur bei einer bestimmten Were
tigkeit der AdreBbits AB12 bis AB15 beziiglich der Belegung der
Wickelbriicken wird die Steckeinheit angegprochen. In diesem

Falle sind alle 4 Einginge der Auswerteschsltung auf "High'e
Potential,

Wird ein m@tm#mﬁmH freigegeben, werden ebenfelle die Daten—
puffer zum Datenaustausch aktiviert, wobei RD die Wirkungs-
richtung vorgibt, wird des Kernungssignel RDY erzeugt und

die Blockilerung des "WAIT"_Bildungs-Netzwerks aufgehoten, so=-
fern die Auswahlbriicke X10:3-X11:3 nicht gesetzt ist. So kann
ein "WAIT"-Zyklus eingeschoben werden,

WAIT wird von einer Schiebekette aus 2 D=Flip=Flops abgelel-
tet, die mit dem BUS-Signal M1 oder MRE Q und dem Systemtakt
TAKT gesteuert wird, Durch Einsatz von Open-Kollektor-Bau-
stufen filr QAIT und RDY wird durch ausgangsseitiges Zusammen-
schalten auf dem Systembus eine "QOder"-Funktion realisiert.
Zur Durchschaltung der Prioritdtenkette auf dem Bus des
K 1520 werden die Klemmen . IEI, , IEO, L IEI1,  5EO1 und 'BAT,
BAO auf der Steckeinheit jeweils miteinender gebrieckt.

Um bei sllgemeiner Netzausscheltung am Mikrorechnsr K 1520
einen Datensrhalt der Speicherschaltkreise durch externe
Stlitzung der Betrisbsspannung zu ermglichen, ist die Strome
versorgung der Steckeinheit in zweil Kreise sufgeteilt. {iber
Klemme 5PG werden die Speicherchips gespeist. Ein Datenerhalt
ist gesichert, wenn die Spannung 5PG im Ruhezustand des Spei-
chers guf eine Schlafspannung von minimal 2 V abgesenkt wird.

13 1.12.517011.0/64
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Dabei kann die 5P flir die Puffer=-, Auswahl- und Steuerschal =
kreise abgeschaltet werden, Demit im Zu- und Abschelfvorgeng
der Spannung 5P keine undefinierten Ansteuerbedingungen am
Speicher wirksam werden kinnen, die zum Datenverlust fiihren,
werden CBE~Signele konjunktiv mit einem internen Speichersperr-
gignal verkniipft. Dieses Sperrsignel, gebildet in einer Kom-

. paratorschaltung, wird Null, sobsld die Betriebsspannung 5P

dies untere Toleranzgrenge unterschreitet. Damit ist sicher-
gestallt, def der Treiber PS26 in diemem Fell kein akfivie=
randes Ansteuersignel fiir die Speicher aussenden kann.

{fber den mit der Spemnung 5PGI verbundenen Arbeitewidersiéin-
den der Open-Kollektor-Treiberbesustufen wird such im Schlaf-
sustend der erforderliche "High"-Pegel em (CB-Eingsng der
Speicherchips aufrechterhalten,

Zur Abblockung von kurz- und lengzeitigen StSrungen auf den
Betriebsspannungen 5P und 5PG sind (in der Leitungsfithrung
verteilt) Stiitz- und Sieb-Kondenseatoren angeordnet.
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3e
Programmierbarer Festwertspeicher PF3 K 3820

e o Y
Rurschevakteristik

Der programmierbare Fesiwertspeicher dient der Spsichsrung
von Festdaten filr nichiveriesble Programms u.d. innerhsalb
dea Helbleiterspeichers K 1520,

Br wird durch den Steckelnhsitentyp 012-T041 mit dindirektam
bawe. 012-T046 mit direktem Steckverbinder realisiert und
beinhaltet einen 16K Byts gzroBen programmiertaren Festwarte
speicher (EPROM-Speicher) mit dsm sur Entkopplung, Auswahl
und Ansigueurung erfordarlichen bipelaren Schalikrsisens

Die EPROM=Schal tkrsise sind Ubsrx 24polige DIL-Stackfassungen
auf der Stackeinheit kontaktiert. Das Beaschreiben dear EPRCH.-
Schaltkreise erfolgt auBerhslb der Stackeinhegit euf sinsm
EPROM~Progremmiergerit. Bine Andermmg der ElM-Lsseinformstion
igt jederseit durch Austeuegch oder Umprogremmlerung dar
EPROM-Schaltkrelise miglich.

3s2e
Spezifische technische Daten

SBpeichsrkapazitéts 16K Byts
(4nordnung von 16 Speicherchips)
Speicherschaltkreistyp: Q260
1K x 8 Bit nMOS
Zugriffazeits £ 530 ns
Batrisbeartens "Lesen™ als abgeschlossener Zyklusa
(Programmieren oder Ldschen der
Speicherbausteine ist nur exterm
mit Programmiergerit m8glich).
Datenerhalt: Energleunabhingige Spelchsrung

von Festdaten

16 1.12:517011.0/61

Stromversorgung s 5= 5V &+ 5%, typ. 0,9 A

BN = =5V 4+ 5%, typ. 0,5 4
12P = 12 V + 5 %, typ. 0,9 A

Es ist dafilr zu sorgen, 48 die
Spannung 5N nicht apiter els 10 me
nach Zuschaltung von 5% bazw, 12P
lhren Nennwert errelcht und hich-
atene 10 ms vor Wegfsll daxz &F
bew. 12F abschaliet.

303
Programmisrung der Stecksinheit

u.. wﬂ J L]
Programmierfelder der Steckainheit

PES-K 3820,
- Bestirckungsserte -
o
Q,
S
3a
62
oL
A8 48 e LR
o+ 2
o..o..m\wm
lglel hder
5§&Wﬁ¥qq m?ﬁjﬂ% (o
Abb, 3

Die Programmieffelder bestehen aus Wickelstiftpaaren ocdsr
Mikroscheltern. Im ersteren Fall erfolgt dis Programmierung,
indem Wickelstiftpaare nach der Wickeltechnik miteinander
verbunden werden.

17 1.12.517011.0/61 -
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Adregsenzuordnung

Dis 16 AdreBsignale werden im Speichermodul wie folgt hewertetd:

ABO ... AB9 - interne Chipadressierung

AB12 ¢o. AB15 .~ Umkodierung in Abh#Engigkeit von der im
Programmierfeld X8-X9 fixierten Adresse.
Die im Speicher wirksame Adresse AB12X ...
AB15K ergibt sich eus der stellenrichtizen
Subtraktion der in X8-X9 eingegebenen Steck-
einheitenadresse von der engelegten Adresse
AB12 ... AB15,

- Auswahl einer der 16 1K Byte-Bldcke der ST3
(Chipauswahl)

AE14K, AB15K - Auswehl der Steckeinheit, wenn belde Signale

TWullpotential beeitzen.

4310, AB11,
AB12K, AB13K

Zuordnung des AdreBbereiche der Steckeinhedt:

Ubar 4 Wickelbriicken bzw. 4 Schalter X8:1 .o. 4, X9:1 ... 4
wird dem Speichermodul ein widhlbarer zusammenhiingender Adrei=-
bereich von 16K Adressen zugsordnet,

Das Progremmierfeld erh&lt in bin#rer Verschlisselung die
Anfangsadresse des gewlinschten AdreBbereiches.

Dieme Adresse 1st ein ganzzehliges Vislfachee von 4K,

Wickelbriicken
AdveSbereioh | X814-%9:4 |X8:3-X9:3| X8:2-X9:2| X8:1-X9:1
C000=3FFF - - - - _
1000=4 FFF - - - Briicks d
2000~5FFF - - Briicke - g
3000=6FFF - = Briicke Eriicke
1000~TFFF - Briicke - -
° » . . . o
SR ‘ : . . 1
0 000=FFFF Mﬂaowm 'wwﬂommr. R -

18 1.12,517011.0/61

Bei Schelterbestiickung sntspricht "Briicke" dem geschlossenen
Schalter.

Plazilerung der RON-Elemente auf der Steckeinheilt

Die programmierten ROM-Elemente werden Ubsr DIL-Steckfassungen
auf der Steckeinhelt kontaktilert.

Die einzelnen Steckplétze reprédsentieren die im folgenden
Schema dargestellten relativen Adrefibereich der Steckeinheit
(bezogen auf die programmierte Steckeinheiten-Anfengsedresse).

st
X
3060 - 33 FF 3600 -37FF | 3g00 - 3BFF
|
|
I L2090 - 29¢F 2400 - 27FF 2800 - 28FF
L & A
w00 - TIFF R R0y - 1B
f KJI
0000 - 03FF 400 - OTFF 080 - OBFF | €00 - OFFF p
A Pl
% Steckverbinaer A2 _
Abb. 4
3:3e4s

Auswanl des Speicherspsrreignels MEMDI

Im Speichermodul wirk- Wickelbrlicken
same Sperrsignal | X6:1-XT711 | X6:2-X7:2 | X653-X7:3
MEMDI (X1:B09) wmwnowu - -
MEMDI1 (X2:421) L - | Brilcke -
MEMDI2 (X2:B21) " - | = Briicke
19 1.12,517011.0/61



Bei Schalterbagstiickung entspricht "Briicke" dem geschlossenen
Schalter.

3e3:5¢
UWAIT"-Generierung

Von den dynamischen Daten der sufgerufenen Speicherschaltireisa
hdngt es ab, ob wihrend des Befghlezyklus im K 1520 gine Zzit-
verlingerung iibsr "WAIT" vorgenommen werden muB.

Durch dis konkrete Bestlickung der Steckeinhelt ist bereits
vorgegeben, wie dis Eilnstellung erfolgen muB.

Fir den allgemeinen Anwendungefell kenn die Einstellung wie
folgt vorgenommen werdens:

Generierung von "WAIT" im M1-Zyklus: Briicke X10-X11 effen
Unterdriickung der "WAIT"-BEfldung: Briicke X10-X11 geschlossen.

3040
Funktionsbeschreibung

3edala
Verwendungszwack

Der PFS K 3820 wird im Mikrorechner K 1520 als progrsmmier-
barer Festwertspeicher (Nur-Lese-Speicher) eingesetzt und
erhdlt fixe Daten oder Programme.

3o4.2
Funktion

Die Steckeinheit beinheltet die PFunktionsgruppen Spe icher-
matrix. Bin- und Ausgabepuffer und Auswahl- und Steuerelektro=
nik.

Die Wirkungsweise der Schaltung ist im Plockschal tbild

Abb. 5 dargelegts,

20 1.12.517011.0/61

Die Speichermatrix btesteht aus 16 Bpeicherbausteinen 7260 zu

je 1K Byte & 8 Bit SBpeicherkapazitdt. Diese Bausteine sgind
auswechgelbar auf DIL-3teckfassungen gegetzt.

Alle 10 gleichnemigen AdreBeinginge der Spsicherchips sind
miteinender verbunden und werden von den entsprechenden Bus-
signalen {iber Schottky-TTL-Pufferschaltkreise SE12 gespeint.
Die gleichnamigen Datenausginge sind ebenfalls parallelge-
schaltst und mit den Datenpufferschaltkreizen 3E16 verbunden,
dig die Lesedaten mit "Tri-State"-Ausgang an den Systembus
abgeben.

fuswahl und Aufruf der 1K-Speicherbereiche, die durch separate
Speicherbausteine realisiert werden, erfolgs iiter 16 m@:mu@ﬂm;
leg, die zur "High"-Pegel-Brhdhung mit Je einem Ziehwidersiand
versehen 8inds

Liegt ain Bpeichareufruf vor, wird dber ein Netuwerk sus swel
" aug BY-Dekoderbau steinen SEOS eines der ‘mmwmwmﬁmHm durch
Nullsstzen ektiv. Ein Speicherpletz entsprechend angelegter
Adresse wird gelesen.

Die Umkodderung dsz» ilibar den Bus engslegten vier hichsten
Adrefhits wird durch einen Adderbeustein PSE3 vorgenommens
Tide SBubtraktion: Angelegte Adrgmse AB12 ... AB15 minus in
Programnierfeld eingezebene SVB-Anfengeadresse (geschloseener
Schelter = logisch "High"-Potential) wird technisch realisiert,
indem das Zwelerkomplement der Anfangsadresse im Baustein
addiert wird. Als Ergebnis der Operation enteteht die echte
interne Steckeinheitensdresss. Dia Adrefbits AB10, AB11 und
die umkodierten Bitas AB12K und AB13K werden zur Speicherchip-
Auswahl im Dekoder SEOQS5 verwendet, wHhrend die umkodierten
Bits AB14K und AB15K, wenn sie Nullpotential besitmen, zusem-
men mit MREQ, RFSH und MEMDI dis Dekoder S805 frelgzeben und
damit die Steckeinhelt suswihlen und 2ktivieren. Bei program-
mierter Leseoperation werden unter gleichen Bedingungen such
dle Datenpuffer akitiviert, vorausgesetzt, ein "RDY"-Signal
wurds auf Grund giltiger Leseinformetion gebildet. AuBerdem
wird das "WAIT"-Bildungs-Netzwerk freigegseben. Ist die Brilcke
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X10~X11 nicht gesetzt, wird sus der mit "M1" und "Takt® ange-
steuerten Schiebekette sus 2 D-FF dasg "WAIT"-Signel abgelei-
tet und disjunktiv euf den Pus geschaltet,

Die Lildung des "RDY"-Signals wird bei den ROM-Speichern vom
Datenausgang der Speicherchips atgeleitet. Des hat den Torteil,
daf das "RDY"-Signel neben der Aufrufhestd tigung der Steck-
einheit eine Aussege ilber das hardweremifiige Vorhsndensein

des angesprochenen ROM-Sneicherchips mit beinheltet. Ausge=-
wertet wird, ob die Datenleitungen einen giiltigen Logikpegel
besitzen oder ob der hochohmige "Tri-state"-Zustend vorliegt.
Dazw reicht es aus, wenn gin Datenbit durch die Auswerte-
schaltung mit dem Komparstorbasustein AS10 bewertet wird.

Lisgt der hochohmige Zustend vor, werden die Spannungspegel
an den zwei Eingdngen des Komparators durch die zwei Span-
nungsteiler so eingestellt, daB am Komparetorsusgang, und
damit flir RDY, ein Nullsignel entsteht. Bei "Low"- pder
"High"=-Potential auf der Detenleitung werden die Potentiale
an den Spannungsteilern liber die zwei Eingengsdioden so ver-
dndert, daB der nichtnegierende Eingang des Komperetors ge-
geniiber dem negierenden eine positive Spannung annimmt. Der
Bausteinausgang scheltet dabei auf "High"-Potentlal. Diecames
Signel wird disjunktiv als RDY euf den Bus gelegt.

Elne in dis Schaltung einbezogene gesteusrte Open-Kollektor-
Baustufe beschleunigt beim Ubergeng der Datenleitung in den
hochohmigen Zustand die Umladung der Kepazitdéten und verbes-
sert somit des dynamlsche Verhalten des Signels RDY,

Zur Durchschaltung der Prioritdtenketten suf dem Bus des K
1520 werden die Klemmen IEI, IEO, IEI1, ‘IEO1 und BAT,
BAO auf der Steckeinheit Jeweils miteinander gebriickt.

Zur Abblockung von kurz- und langzeitigen Stdrungen suf den
Be triebsspannungen 5P, 5N und 12F sind (in der Leitungsfiih-
rung verteilt) Stlitz- und Sieb-Kondensatoren angeordnet,
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Zugriffsezeit:
4, Betriebearten:

Operativ-/Festwertspeicher OFS K 3620

4.1,
Kurzcharakteristik

Der kombinierte Schreib-Lese-Speicher (Operstivspeicher) und

progremmierbare Festwertspeicher OFS K 3620 dient der Spei- Detenerhalts
cherung von variablen sowie PFestdeten innerhalb des Halblei-
terspeichers K 152 0, Dieser Speichermodul ermtglicht in der
Kombination mit den anderen Speichermoduln eine Flexibilit#dt
in der Zusammengetzung der Halbleiterspeicher und realisiert
Ckonomisch kleine Speicher. Der OFS K 3620 wird durch den
Steckeinheitentyp 012-7031 mit indirektem bzw. 012-7036 mit
direktem Steckverbinder realisiert und beinhaltet einen 2K
Byte groBen statischen Halbleiterspeicher (nMOS-RAN) und

einen 6K Byte groBen programmierberen Festwertspeicher (EPROM)
mit den zur Entkopplung, Auswahl und Ansteuerung erforderli- Stromversorgung:
chen bipolarsn Schaltkreisen.

Die EPROM-Schaltkreise sind iiber 24polige DIL-Steckfassungen
auf der Steckeinheit kontektiert.

Das Beschreiben der EPROM-Schaltkreise erfolgt suBerhalb der
Steckeinheit auf einem EPROM-Programmiergerit. Fine Anderung
der ROM- Leseinformetion ist jederzeit durch Austesusch oder
Umprogrammierung der PROM-Schaltkreise mbglich.

4.2.
Spezifische technische Daten

2KByte statischer RAM

(Anordnung von 2x8 Speicherchips)
6K Byte: EPROM

(Anordnung von 6 Speicherchips)
Speicherschaltkreistypen: Q240

1K x 1 Bitp; nMOS

Q260

"K z 8 Bit; nMOS

Speicherkapazitdt

24 1.12.517011.0/61

= 530 ns

Abgesachlossene Zyklen "Lesen" oder
"Schreiben" in beliebiger Reihen-
folge beim RAM und "Lesen" beim
EPROM.

(Progremmieren oder Ldschen der
EPROM ist nur extern mit Progrem-
miergerdt méglich).
Energieunabhingige Detenspeicherung
bei ROM=-Speicher,

RAM-Informetion geht bei Abschel-
tung der Betriebespannung verlo-
ren. Ein Detenerhalt ist m&glich,
wenn im Huhezustend des Speichers
eine Spannung {(Schlafepannung)
von aufien lUber Klemme 5PG zuge-
fihrt wird., Die Spannung mus

= 2 V sein.

52 =5V + 5%, typ. 0,7 4

filr ROM-Speicher, Bieuerelektro-
nik und Pufferschaltkreise

S5PC = 5 V + 5 %, typ. 0,5 A

(bei 2 V Zchlefspennung etwa

0,3 &)

flir RAM-Speicherschaltkreise

5N = =5V £ 5%, typ., 0,2 A

gmwnquhma‘dwn.o.ub
Es ist dafiir zu sorgen, daf die
Spennung 5N nicht spdter els 10 ms
nach Zuschaltung wvon 5P bzw. 12P
ihren Kennwert erreich%t und hSch-
gtens 10 ma vor Wegfell der 5P

bzw. 12P abschaltet,

i
W
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b.owo
Programmierung der Steckeinheid

4s3010
Programmierfelder der Steckeinheit

OFS-K 3620
- Bestuckungsseite -

A30 X31 432
obo Lo
040
cde mew
626 AT10:5471:5
o710

A4

oo V7
{1

J mﬁﬁmﬂnﬂq&%\ ] anwwmm@&&mn \_.II

Abb, 6

Die Progremmierfelder bestehen sus Wickelretiftpaaren oder
Mikroschaltern. Im ersteren Fall erfolgt die Programmierung,
indem Wickelstiftpsare nach der Wickeltechnik miteinander

verbunden werden.

Re3efe
Adressenzuordnung

Die 16 AdreBsignele werden im Speicher wie folgt bewertet:

ABO ... AB9 -~ interne Chipadressierung _—

AB12 ... AB15 = Umkodierung in Abhingigkeit von der I1m
Programmierfeld K10:1 ... 4 = X11:1 ..o 4
figierten Adresse. Die im Speicher wirk-
game Adresse AB12K ... AB15K ergibt sich

aus der stellenrichiigen Subttaktion
der eingegebenen Steckeinheitensdreoagme
von der engelegten Adressse ABR1Z ,.. AB1E,
AB10, AB11, AB12K - Auswshl einer der 8 1K-Bltcke dar STE
(Chipsuswahl)
AB13K ... AB15K - Auswahl der Steckednhelt, wenn alle 3
Signale Nullpotentisl besitzen.

fuordnung des AdreShereiche der Steckeinheit:

Uber 4 Wickelbriicken bew, 4 Schalter X10:1 ees 4y X121 ouo 4
wird dem Speichermodul ein widhlberer vussmmenhingender Adrsf-—
barsich von BK Adresssn zugaordnet,

as Frogrammierfeld erhdlt in binkrer Verschlisselung dle An-

Tangeadresse des gewinschien Adrefbereiches., Diese Adresse ist
ein genmgahliges Vielfaches von 4K,

Kodetshalles

Wickelbrlicken

Adrefhezaich | 210049154 £10:3-X1723 | X10:2-X114 2] X103 1=-X1131
O000=1FEY = = - -
1000 _2FFF - = - Hrilcka
20C0=-3FFF - - Briicke -
3000~-4F7F - - Eriicke Briicke
4000=5FFF {= Briicke - -

]
- L] m L] e L] L]

|
EQOO-FFFF | Briicke | Briicke Briicke "

Bei Behalterbestiickung entepricht "Briicke' dem geschlossensn
Echalter,

27 1.12.517011.0/61



4.3.3
Vertauschung der RAM/ROM-Bereiche

Um eine gute Flexibilitdt in der Gestaltung der RAM- und ROM-
Bereiche im Gesamtspeicher K 1520 zu gewdhrleisten, konnen die
RAM/ROM-Bereiche des Speichermoduls adressenmdfig gespiegelt
werden., Die Speicherfolge wird mit Kodierbriicke X10:6-X11:6
festgelegte

X10:6-X11:6 | adressenmdBige Speicherfolge
- 2 K RAM, 6K ROM
Briicke 6K ROM, 2K RAM

Bei Schalterbestiickung entspricht "Briicke" dem geschlossenen
Schelter.

Es ist die unterschiedliche relative Adresse der ROM-Elemente
zu beachten.

.«.‘W'&r
Plezierung der ROM-Elemente auf der Steckeinheit

Die programmierten ROM-Elemente werden lber DIL-Steckfessun-
gen auf der Steckeinheit kontaktiert.

Die einzelnen SteckpldEtze reprisentieren die im folgenden
Schema dargestellten relativen AdreBbereiche der Steckeinheilt
(bezogen euf die progremunierte Steckeinheiten-Anfengsadresse).
Die AdreBbereiche unterscheiden sich in Abhingigkeit von der
Belegung der Wickelbriicke X10:6-X31:6 (Reihenfolge der RAM/
ROM~-Speicher).

Die in Klemmern dargestellten Adressen gelten fiir die Spei-
cherfolge 6K ROM, 2K RAM (X10:6-X11:6 gebriickt).

28 1.12.517¢11.0/61

7€00 - 7FFF.
(0000 - 03FF)

bl

7800 - 7BFF
(0400 - 07FF)

e = ]
/ 7400 - 1TF
\, (0800 -mmmw
/
|t

/ TBFF
1 R_mma T

| N
\ 0000 - OFFF
(7000 = 73FF)

Asxﬁ q@ﬁv

4&bb, T

4.3.5
>sm£mrw deg Mﬁmucwmﬂmvm&umumbmum WENDI

Im Speichermodul wirk- Wickelbriicken
same Sperrsignale X6 1-X7:1 X6:2-X7:3| X6:3-XT:3

|
= Ll
|

MEMDI (X1:B09) ' Brilcke | - -
MEMDI1 (X2:421) Fa | Briicke =
MEMDI2 (X2:B21) = L= Brilcke

Eei Schalterbestlickung entspricht "Briicke" dem geschlossenen
Schalter.
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_A.- uo mc
"WAIT"-Generierung

Von den dynamischen Daten der aufgerufenen Speicherschalt-
kreise héngt es ab, ob wihrend eines Befehlslesezyklus oder
wihrend eines jeden Speicherzyklus (Befehlslesezyklus sowie
Schreib-Lese-Zyklug) im K 1520 eine Zeitverldngerung iiber
"WAIT" vorgenommen werden muB, oder ob prinzipiell kein
"WAIT"<Zyklue erforderlich ist,
Durch die konkrete Bestiickung der BLP ist bereits vorgegeben,
wie dle Einstellung erfolgen muB,
Flir den sllgemeinen Anwendungsfall kann die Einstellung wie
folgt vorgenommen werden:

Generierung von "WAIT": Brlicke

X10:5 - X11:5 offen
Unterdriickung der "WAIT"-Bildung:

Briicke X10:5 - X11:5 geschlossen
"WAIT"=Generierung erfolgt nur wihrend sines Befehlslesew-
zyklus (M1):

Briicke X31 - X32 geschlossen
"WAIT=-Generierung erfolgt wihrend eines jeden Speicherzyk=-
lu=s Briicke X30:X31 geschlossen

...@.o wo.ﬂ.. -

Betriebsepannungszufithrung 5PG

Normalerweisa werden die RAM-Speicherbausteine iibex den Be=
triebsspannungeanschlul 5pG versorgt. In Sonderfdllen, wo
die Anschliisse 5PG auf dem Bus nicht belegt sind, kann 5PG

gteckeinheitenseitigz durch Brickung der Wickelstifte X12=-X13
mit 5P verbunden werden,
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4.4,
Funktionsbeschreibung

Verwendungszweck

Der OFS K 3620 wird im Mikrorechner K 1520 als kombinierter
Operativspelcher (stetischer Schreib-Lese-Speicher) und pro-

grammierbarer Festwertspeicher (Nur-Lese-Speicher) eingesetzt,
HYedeco

Tunktion

Dis Steckeinheit beinhaltet die Funktionsgruppen Speichermatrix,
Ein~ und Ausgabepuffer und Auswahl- und Steusrslektronik.

Die Wirkungsweise der Scheltung ist im Blockschaltbild

Abh, IX/B dargelegt.

Die Speichermatrix besteht suse Z Gruppen zu Je 8 RAM-Speicher-
chipe Q240 und aus 6 EPROM-Speicherchips Q260, Die ROM-Baustei-
ne sind suswechselber suf DIL-Steckfaemsungen gesetnd.

Dn der Spelchermodul K 3520 eine Kombinetion der speichsrabges
riode tan Moduln K 3520 und K 3820 derstelli, sind such die
Sokal tungsdetails uumW¢wmﬁL identisceh,so dafl auf die Beaschrei=
tungen Ger beiden Moduln 2.4.2. uwnd 3.4.2. verwiesen werden
kann.

Eine modulspszifische Lisung stellt die Adressenumschliisselung
und die RDY=-Bildung dax.

Zur Adressenumschlilsselung wird wie beim K 3820 ein Adderbau-
gtein PS83 in dort beschriebenser Art und Weise eingesetzt.
Enteprechend der vorliegenden Speichergrfe werden hiar 3
ungeschliisgelte AdreBbits AB13K ... AB15K zur Rlockeinheiten-
augwahl herangezogen. Um eine wahlweise Adressenspisgelung
vornehmen zu konnen, werden die Adrefbits AB10, AB11 und das
ungeschliisselte Adrefbit AB12K dem 1 sus 8-Dekoder-Beustein
SEQO5 zur Bildung der wmmwambmHm liber Exklugiv-Oder-Baustufen
(PsSg86) =zugefiihrt, Dlese Baustufen negieren die AdreBbits,
wenn die Wickelbrlicke X10:6-X11:6 geschlossaen ist. Diese Ne=-
gotion bewirkt, def bei sufwdrtszdhlender Adresse die CB-
Signsle in abfellender Nummernfolge aktiviert werden. Bei
offener Brlicke iet diese MNummernfolgs steigend.
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Diese Schaltungsmafnehme ergibt eine wahlweise Vertsuschbar-
keit der RAM/ROM-Bereiche des Speichermoduls.

Das RDY-Signel wird fiir die RAM- und ROM-Speicher unter-
schiedlich gebildet. Beim RAM-Speicher wird das Signal von
den CB-Signelen fir die zwei 1K-RAN-SpeicherblBcke abge—
leitet, widhrend filir den ROM-Speicher wie beim K 3820 ein Da-
tenbit des Speichersusgangs ausgewertet wird, Alle Bildungs-
komponenten des Signals werden disjunktiv zum RDY-Signal ver-
kniipft und auf den Bus gelegt.

Durch die hier gegeniiber K 3820 vorgenommene Vertauschung der
zwel Eingdnge des Komparetorbeusteine erreicht man ein

negiertes Auswertesignel em Bsusteinsusgeng, so daef die

disjunktive Verkniipfung leicht vorgenommen werden kann,
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VEB Robotron-Elektronik Zella-Mehlis

Ausgabe: 1/84

In der Ihnen =uowmmuabmw Betriebsdokumentation K 1520, Heft 2

Betriebsdokumentation
K 1520
Heft 2
EKorrekturblédtter

werden folgende Korrekturen wirksam:

Seite Korrekturen
10 neue Abbildung
Pt 2.3.1
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Pkt. 2.3.4 folgenden Text streichen:

Briicke X 31 : X 32 geschlossen
"WAIT" Generierung erfolgt widhrend eines jeden

Speicherzyklus
Brlicke X 30 : X 31 geschlossen

robotron

Seite Korrekturen \
18 neue Abbildung
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Pkt. 4.3.6 folgenden Text streichen:

Briicke X 31 -~ X 32 geschlossen

{ "WAIT" Generierung erfolgt wihrend eines jeden

Speicherzyklus
Briicke X 30 : X 31 geschlossen
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